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Evitare incroci di trench, sull’incrocio il
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* Nel processo non esiste un livello p+ «planare»

* processo SENZA tappo nei Si-3D
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Su ogni apertura per il bump DEVE esserci la metal temporanea

- 3micronfieldplate - - -/




METAL TEMPORANEA:
e Residui di silicio e di metallo
* Non c’é evidenza di «incisioni» nell’ossido
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* DEFINIZIONE
* ALLINEAMENTO










~ ALLIENAMENTO DI DUE MASCHERE / —




Distanza contatto \ zonadrogata . = @
non meno di 3 micron meglio4 4
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AREA DI CONTATTO UNIFORME;

VA SOSTITUITA CON UNA MATRICE DI CONTATTI
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Rischio di corti metallici

Rischio pinhole
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